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【概要】SiC MOSFETは，しきい値電圧(Vth)の変動や低いチャネル移動度が課題となっている．Id-

Vgs測定は，一般的に直流(DC)電圧をゲート電極に印加して掃引することで行われるが，ゲート電

圧印加中に界面準位や酸化膜中の欠陥に電子が捕獲されることにより電気特性が変動することが

指摘されている[1]．本研究では，界面欠陥がドレイン電流に与える影響をより正確に評価するた

め，電圧印加時間を制御できるパルス電圧を用いた Id-Vgs測定を 3種類の結晶面上に形成した SiC 

MOSFETに対して行い，MOS界面特性評価を行った． 

【実験】(11-20)a面，(1-100)m面，及び(0001)Si面 4H-SiC p型エピ基板を用いてプレーナ型 nチ

ャネル MOSFETを作製した．ゲート酸化膜は，熱酸化膜を形成後，a面，m面については NOア

ニールを行い，Si面については，NO アニール，および POCl3アニール[2]を行った試料を用意し

た．測定は，ゲート電極に Vgs=15Vのシングルパルス(1つのパルス電圧)を印加して行った．まず，

OFF 状態となるベース電圧を印加した後，パルスの立上り時に MOSFET が OFF→ON 時の Id-Vgs

測定を行い，パルス幅(PW)の時間分 Vgs =15Vの電圧をゲートに印加して界面欠陥に電子をトラッ

プさせ，パルスの立下り時に ON→OFF時の Id-Vgs測定を行った．  

【結果・考察】図 1に a面 NO試料のシングルパルス電圧および DC電圧印加による Id-Vgs特性を

示す．シングルパルス Id-Vgs測定では，測定中における界面欠陥への電子捕獲が少ないため，DC 

Id-Vgs測定よりもドレイン電流(Id)値が大きくなった．また，Vgs =15Vにおいて，パルス幅の印加中

に界面欠陥に電子が捕獲され，Id値が減少する様子が観察された．図 2 にパルス幅を変化させた

ときの Id減少量を示す．パルス幅を長くするにつれて，界面欠陥に電子がトラップされる影響で

Id減少量が大きくなる傾向が観測された．Id減少量は，a面，m面試料の方が Si面試料よりも大き

いことから，トラップの総量も多いと考えられる．講演では，Id減少量のベース電圧依存性，ベー

ス電圧印加時間依存性，測定回数依存性についても議論する． 
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図 1  a面 NO試料のシングル 

パルス及び DC Id-Vgs特性 

図 2  Id減少量のパルス幅依存性 
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